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【はじめに】 

AlScN 膜は AlN よりも数倍高いピエゾ係数

を有していることから次世代の高周波用フィ

ルタとして期待されている。AlScN は AlN よ

りもギャップが狭いため、ショットキー障壁が

小さくリーク電流の増加が懸念される。本研究

ではスパッタリング条件を変えた AlScN 膜に

対して、リーク電流評価を行ったので報告する。 

【試料作製方法】 

AlScN 膜は Al/Sc=57%/43%の組成を有する

ターゲットをAr/N2=7/3, 5/5, 3.3/6.7sccmの比を

有するガス雰囲気中でスパッタリングするこ

とで成膜した。膜厚は50nmとなるように揃え、

基板温度は 400oC とした。上部および下部電極

は TiN とし、リーク電流評価を行った。 

【測定結果】 

Fig. 1に電流密度-電圧(J-V)特性を示す。 

【まとめ】 

 様々な Ar/N2 比で堆積したスパッタリング

AlScN 膜のリーク電流特性を評価した。その結

果、窒素が過剰な雰囲気で形成した膜で高い絶

縁耐圧があることがわかった。 
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Fig. 1 Leakage current characteristics of capacitors 

for Ar:N2 flow ratio 
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